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A touch selection pad contains a matrix of tactile 
sensors each of which contains a composite 
material with a pressure and direction-dependent 
electric conductivity and a dielectric material 
forming a capacitor. These are provided with 
column electrodes and row electrodes. When 
— touchedr each of the sensors creates a series 
circuit comprising a resistor formed of the 
composite material and a capacitor formed from 
the dielectric having a capacitance of preferably 
at least 50 pF. In this matrix of tactile sensors, 
the pressure-dependent resistance together with 
the associated fixed capacity serves as the 
measuring variable. The touch pad due to the 
small spacing between the sensors has a high 
resolution. It can be produced in a simple manner 
by sequentially depositing layers on a metalized 
carrier by means of a thin-film technique. The row 
and column electrodes can be etched out of a 
metalized plastic cover layer and a metalized 
carrier, respectively, by micro structuring 
techniques. 
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@ Detektormatte und Verfahren zu ihrer Herstellung 

Die Detektormatte enthalt erne Matrix aus taktiien Senso- 
ren (2), die jeweils einen Verbundwericstoff mil druck- und 
richturtgsabhangiger elektrischer Leitfahfgkelt enthalten 
und die mit Spaltenelektroden (14, 15) und Zeilerielektroden 
(20 bis 22] versehen sind. Erfindurtgsgema& enthalten die 
Sensoren (2) jeweils eine Reihenschaltung aus dem veran- 
derbaren Widerstand (5) des Verbundwerkstoffes (7) mit 
einer Kapazitat (6) von vorzugswelse wenigstens 500 pF. tn 
dieser Matrix aus taktiien Sensoren dieift der druckabhangi- 
ge Widerstand zusammen mit der zugeordneten fasten Ka- 
pazitat ats Me&groBe. Die Detektormatte hat durch einen 
geringen Abstand der Sensoren (2) eIne gutie Aufldsung. Sie 
kann in einfacherWeise dadurch hBrgesteHtwerden,da&ein 
Trager (26) In .Dunnfilmtechnik nacheinander mit den ent- 
■ sprechenden . Schichten versehen wird, aus denen dann 

C durch Strukturierung die Spaltenelektroden (14, 15) gege- 
benenf alls mit dem Dielektrikum (8) hergestellt werden. 
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seite auf den Verbundwerlcstoff (7) aufgelegt. 



1 

Patentanspruche 

1. Detektormatte mit einer Matrix aus taktilen Sen- 
soren (2), die einen Verbundwerkstoff (7) mit druck- 
und richtungsabhangiger elektrischer Leitfahigkeit 5 
enthalten und die mit Spaltenelektroden (14, 15) 
und Zeilenelektroden (20 bis 22) versehen sind, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Sensoren (2) je- 
weils eine Reihenschaltung (4) aus dem verander- 
baren Widerstand (5) des Verbundwerkstoffes (7) to 
mit einer Kapazitat (6) von wenigstens 50 pF eines 
Dielektrikums (8) enthalten (Fig. 1). 

2. Detektormatte nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kapazitat wenigstens 500 pF 

betragt ^ . u 

3. Detektormatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein Dielektrikum (8) mit einer 
Dielektrizitatskonstante ^rvon mindestens 1000, 
vorzugsweise mindestens 3000, vorgesehen ist 

4. Detektormatte nach Anspruch- 3, dadurch ge- 20 
kennzeichnet, daB als Dielektrikum (8) streifenfSr- 
mige Keramikkorper vorgesehen sind, die zwi- 
schen den Spaltenelelctroden (14. 15) und dem Ver- 
bundwerkstoff (7) angeordnet sind, 

5. Detektormatte nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 25 
dadurch gekennzeichnet; daB durch mechanische 
Auftrennung aus der Metallisierung einer der 
Flachseiten des Dielektrikums (S) Zeilen- oder 
Spaltenleiter gebildet sind. 

6. Detektormatte nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 30 
dadurch gekennzeichnet, daB durch mechanische 
Auftrennung aus der Metallisierung der gegen- 
uberliegenden Flachseite des Dielektrikums (8) 
streifenformige metallische Zwischenlagen (16 bis 
18) zwischen dem Verbundwerkstoff (7) und dem 35 
zugeordneten Dielektrikum (8) der einzelnen Sen- 
soren (2) gebildet sind 

7. Detektormatte nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine elektf isch isolie- 
rende Abdeckutig (24) vorgesehen ist, die an ihrer 40 
dem Verbundwerkstoff (7) zugewandten Flachseite 
mit streifenformigen Zeilenelektroden (20 bis 22) 
versehen ist 

8. Detektormatte nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Abdeckung (24) an ihrer vom 45 
Verbundwerkstoff (7) abgewahdten Flachseite mit 
einer als Abschirmung dienenden Metallisierung 
versehen ist 

9. Verfahren zum Herstellen einer Detektormatte 
nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet diuxrh fol- 50 
gende Merkmale: 

a) auf einem Trager (26) v/ird eine als dektri- 
sche Leiterschicht (28) dienende Metallschicht 
inDunnfilmtechnikaufgebracht; 55 

b) aus der Leiterschicht (28) werden durch 
Strukturierung Nuten herausgearbeitet und 
damit Spaltenelektroden (14, 15) gebildet; 

c) auf diese so vorbereitete Baueinheit wird 
eine als Dielektrikum dienende Schicht (29) in eo 
DflnnBImtechnik aufgebracht; 

d) die aus dem Trager (26) mit den streifenfor- 
migen Elektroden (14, 15) und dem Dielektri- 
kum (8) gebildete Baueinheit wird mit dem 
Verbundwerkstoff (7) abgedeckt; 65 

e) eine elektrisch isolierende Abdeckung (24) 
wird an einer Flachseite mit Zeilenelektroden 
(20 bis 22) versehen und dann mit dieser Flach- 



10. Verfahren nach Anspruch 9, gekennzeichnet 
durch folgende Merkmale: 

a) auf die Leiterschicht (28) wird zunachst eine 
als Dielektrikimi dienende Schicht (29) in 
Dunnfilmtechnik aufgebracht; 

b) aus diesen Auflagen des Tragers (26) wer- 
den durch Strukturierung Nuten (10) heraus- 
gearbeitet und damit Spaltenelektroden (14, 
15) mit jeweils einem entsprechend streifen- 
formigen Dielektrikum (8) gebildet (Fig. 3 und 
4). 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

a) die Schicht (29) fur das Dielektrikum (8) mit 
einer Metallauflage (30) versehen wird und 

b) diese Auflagen des Tragers (26) durch 
Strukturierung in Streif en aufgetrennt werden 
(Kg. 6 und 7). 

IZ Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Trager (26) vor 
dem Aufbringen der Leiterschicht (28) zunachst mit 
einer ersten elektrisch leitenden Haftschicht (27) 
versehen wird (Fig. 6). 

13^ Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die erste Haftschicht (27) aufgesput- 
tert oder auf gedampft wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch 
gekennzeichnet, daB als erste Haftschicht (27) Titan 
oder Chrom auf gebracht wird. „ 

15. Verfahren nach einem der Ansprtiche 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB die erste Haftschicht 
mit einer Dicke von hdchstens 50 nm atifgebracht 
wird. 

16. Verfahren nach einem der AnsprUche 9 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB vor dem Aufbringen 
der Schicht (29) fur das Dielektrikum (8) auf die 
Leiterschicht (2S) eine zweite elektrisch leitende 
Haftschicht aufgebracht wird (Fig. 6). 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bh _ j» 
dadurch gekennzeichnet, daB als Leiterschicht (28) 
Kupf er aufgebracht wird. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Leiterschicht 
(28) mit einer Dicke von hdchstens 1 \im aufge- 
brachtwird. 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, dafi eine Schicht (29) fur 
das Dielektrikum (8) aus Tltanoxid Ti02 aufge- 
bracht wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Titanoxid TiOz mit einer Dicke von 
hdchstens 500 nm aufgebracht wird. 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Schicht (29) fiir 
das Dielektrikum aus Silizitmioxid SiO aufgebracht 
wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Siliziumoxid SiO tnit einer Dicke von 
hdchstens 100 nm aufgebracht wird. 
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Becchreibune 'dem Widerstand der einzelnen Sensoren in Reihe ge- 

BescnreiDung schaltete Kapaatat und das MeBsignal wird sotnit in 

Die Err^dun, be.ieh. s.ch auf ei„. De.*o™.™ -^^•^^,,^S^S^SS^^^^^ 

mit einer Matrix aus taktUen Sensoren. die einen Ver- ^f^J. ^ JoSbelastunB praktisch unverSndert und 

bundwerkstoff mit. ff,^ ^^^^^^^^^^ ' £ skw^S^S wS^^^ 

elektrischer Leitfahigkeit enthdten. Die Sensoren smd der ^^JwanKe Material 

zur Auswertung der Matr« mit Zeilen- und Spalten- ^^^JS^JfJ!,^,^^ 

abstand der Sensoren von etwa 1 ^^j^ff^^ ^ befertigt Diese Metallstreifen bilden 
besteht im wesendichen aus erner Leiterplatte nut Kon- 

taktpunktpaarenundelektrischenLei^gen.Sie.stmit d^^^^^fP^^^SondS^to^^ Verfahren rum 

mit rein resistiver Auswertmig fur die einzelnen Senso- wd d^ auf d^Ser aufgebracht und anschUeBend 

ren jeweils eine ^-^j^^^^tsiSS^^ 3S s^^ifSSg^ Hetooden mit dem zuge- 

chenbegrenzensoU(ETZ.Bdl03(1982).HeftlO.5eiten ^^^^^^^ Dielektrikum durch PhotoUthographie aus 

^r^'er'teiteren bekannten Ausfuhnmg^o™ J^^^tl^^SiS^^^^^^^^ 
Arrays aus t^^^^^^ensoren ist erne Foh^^ ^^SgermS^SStSonstknte gewahlt werden. da 

leitfahigem Gummi vorgesehen. deren elelrtnscher Smdt der sehr geringen Dicke des Dieiektrikums. die 

derstand mit steigendem Dm* a^^ 40 -^™*^^J|f[|^Sch flbersc^^^^^^ 

StS^Ste"^^^^^^^^^ J^reirntjd. wemger ^ 

gSfnflSege'nden Flachseite mit parallel zu^ander ^-^l^^t^-^^^J^S^^l, ^ aUgemeinen 

Spaltenleiter smd zur Auslese Matra x^Mgesehe^ lei wS. Zwischen den Zeilenelektroden und dem zu- 
Die Druckabhangigkeit des Materials ist jedoch unter- ~£:^'^,^„'!;*rand^^^ Widerstand der Sensoren 

s«n. insbesondere soli der Aulbau vereinfach. werden «, »°5"~^^„^„, ,^50 pj. , „ttai, ^toe Detek- 
„,rf d« Mefcipial Jbjr der ^•''""'Pf' JifSS?S??SattSeni»orenidi. jeweils 
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scher Leitfahigkeit In Richtung einer durch einen Pfeil Anicopphuxg der Z^^^^^^^^ b.s22 erfolgt uber 

fa^gedeutetln Druckbelastung ist mit dem verander- ^en V^bundw^^^^^ ^^^^^^^ 
baren Widerstand 5 des Verbundwerkstoffes 7 die Ka- 

pazitateeinesDielektrikumsSinReihegesc^^^^^^^^ Metal^^^^^^^^^ die auf Massepoten- 

defSnlSJ^SeirSSn^M S S-iS und daLch Abschlnnung .irksa. 

weise ausBariumtitanatBaTiOsiniteinerhohenD^^^^ ist . jg Zeilenleitern 20 bis 22 und 32 

trizitatskonstante von vorzugsweise wemgstens ^(OO ^ begp elsw^ i ^^^^^^ ^^^^^^^^ 

und einer Dicke von beispielsweise etwa 0.5 mm b«te- f P^*f SSsweise etwa 1 mm erhalt man eine emp- 

migcsDieteklnkumSzngeordnMist. sSiwen 2 bildsn, die ieweUs eine Reihenschalnmf 4 

Unto- Umstandeo kam. es 3we<*™.0.g "W^" ^e- S»S^™2MWW , ^j, j„ Kapaziai 6 

2 aufgetrennt Diese metaB^chen Zmschenlag^^^ b^ g S ^ bemessen. daB in jedem der Sensoren 2 

samte Elektrodenflache. Tm imhelasteten Zustand flieBt uber die Sense- 

Kummoff hober Zugfe*gk.,t, S^dfu SgenoSmo, werden kann. In dieier An- 

sssSd^s-^^SSS^ " llsSSstStS'^^^^gr.-:,^ 

nl^ «;naItenelektroden 14 und 15 sind auf eineni Tra- tenelektroden wirken. Diese Spaltenelektroden werden 

ge? le ESStigf ?es2; piSibdtatskonstante vor- dann mh einer als Didlektrikum wirkenden Auflage m 

<«mteDetektorma«^^^^^^ SfK^^e^^^^^ 

mit emer m der F.gur J^^^^ mSifSe^S- 60 ode? au4 aus Tit^ioxid TiO. bestehen. deren Dielektri- 

SLrng^dTMS^tr"^^^^^^^ 

dt^i^v,tdznSSch unterstutzt durch den elastischen ser "^^'^''^^Wns ^"1^^^ 

?f^iK,,„,i«,^rV-Qtnff 7 Die Zeilenelektroden 20 bis 22 be- nm. msbesondere hochstens 500 nm, betragen. Uie ais 

S£rauTSSvo?zugsw^^^^^^^ DielektrikumvorgeseheneSchichtSO^^^^^^ 

?on beis^dsweise etwa 20 bis 40 am. und werden im 65 se aus Siliziumoxid SiO oder S1O2 mit sehr gennger 

von Deispieisweise eiw* o» t y. > Dicke von vorzugsweise hochstens etwa 300 nm, msbe- 
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elektrikum muB somit geeignet sein zum Aufbringen in 
DQnnfilmtechnik und sich auBerdem durch Verfahren 
der Mikrostrukturtechnik bearbeiten lassen. 

Aus den Auflagen des so vorbereiteten Tragers 26 
werden dann gemaB Rg. 4 durch Mikrostrukturtechnik, 5 
beispielsweise durch Photolithographic, die Langsnuten 
10 herausgearbeitet und dadurch streifenformige Berei- 
che gebildet, die jeweils als Spaitenelektroden 14 und 15 
wirken und denen jeweils ein in gleicher Weise streifen- 
fSrmig gestaltetes, sehr dunnes Dielektrikum 8 zugeord- lo 
net ist Es wird somit zunachst eine gemeinsame Bauein- 
heit gebildet aus dem Substrat 26, den Spaitenelektro- 
den 14 und 15 sowie dem Dielektrikum 8. 

Auf dieses Dielektrikum 8 wird dann gemaB Fig. 5 
wie in der Aiisfuhrungsform gemaB Fig* 1 der Verbund- 15 
werkstoff 7 aufgelegt, an dessen oberer Flachseite die 
Zeilenelektroden 20 wirksam sind, die vorzugsweise an 
der unteren Flachseite der Abdeckung 24 angeordnet 
sein k5nnen. 

Zum Herstellen einer besonders vorteilhaften Aus- 20 
fuhningsform gemaB Fig. 6 wird auf das Substrat 26 
zunachst eine als Haftschicht 27 dienende Metallschicht 
mit einer Dicke von vorzugsweise hdchstens 50 nm in 
Dunnfilratechnlk aufgebracht, vorzugsweise aufgesput- 
tert Oder aufgedampft, die bebpielsweise aus Chrom 25 
vorzugsweise aus Titan, bestehen kann. Auf diese Haft- 
schicht 27 wird die elektrische Leiterschicht 28 aufge- 
bracht, die dann vorzugsweise nochmals mit einer Haft- 
schicht 29 versehen wird. Diese Haftschicht 29 wird 
dann mit der Schicht 30 fur das Dielektrikum versehen. 30 
Unter Uihstanden kann es zweckmaBig sdn, <tie als Di- 
elektrikum vorgesehene Schicht 30 nochmals mit einer 
dunnen Metallauflage 31 zu versehen. Diese Metall- 
schicht 31 wird dann durch Mikrbstrukturierung aufge- 
trennt, wie es in der Figur gestrichelt angedeutet ist In 35 
der- AusfUhrungsform gemaB Fig. 7 wird dann die ge- 
maB Fig. 6 gebildete Baueinheit aus dem Substrat 26, 
den Spaitenelektroden 14 und 15 und dem Dielektrikum 
8 mit der Abdeckung.24 versehen, die an ihr^r unteren 
Flachseite mit den Zeilenelektroden 20 und auf ihrer 40 
oberen Flachseite mit einer metallischen Abschirmung 
25 versehen ist Fiir die Zeilenelektroden 20 kann vor- 
zugsweise ebenfalls eine Haftschicht 23 vorgesehen 
sein, die beispielsweise aus Chrom bestehen kann. Die 
einzehien metallischen Bereiche 16 wirken in der Detek- 45 
tormatte zwischen dem Dielektrikum 8 und dem Ver- 
bundwerkstoff 7 als elektrische Aquipotentialflachen. 
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